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教育背景 

9/1/1995至7/1/1999   复旦大学   本科学生

7/1/1999至7/1/2002   复旦大学   硕士研究生

9/1/2002至7/1/2005   复旦大学   博士研究生

研究方向 

纳米CMOS器件源、漏、栅金属化工程、新型纳米电子器件和工艺

课程教学 

本科课程： 半导体物理》《半导体器件原理》

学术兼职 

第三届（INEC-2010）IEEE纳米电子学会议 信息主席 

第九届（IWJT－2009）国际结技术会议执行委员会主席

科研项目 

教育部霍英东教育基金会第11届高校青年教师优选资助课题：下一代（65nm以下）金属（硅化

物）栅技术的研究，负责人

2007年度上海市青年科技启明星（Ａ类）计划：纳米CMOS器件中新型镍合金全硅化物金属栅材

料和工艺研究，负责人



国家自然科学基金：纳米CMOS器件源漏新型低接触电阻材料和工艺研究，负责人

AM基金：纳米CMOS器件中新型低势垒源漏接触关键技术研究，负责人
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获奖情况 

《半导体物理》课程被评为2008年度复旦大学精品课程和上海市教委重点立项课程
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